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摘要(译)

电路裸片的组件通过氧化物-氧化物键合堆叠。 该组件包括硅衬底，其中
形成有多个硅通孔。 硅衬底通过介电-介电键合附接到管芯上，其中至少
一部分硅通孔电连接至管芯。 硅衬底和管芯通过氧化物-氧化物键合连接
到另一个管芯上。 然后，显示出硅通孔。 硅基板在露出之前用作载体基
板。 硅衬底和两个管芯可以附接到印刷电路板，该印刷电路板电连接到
两个管芯。 可以将一个或多个电气组件连接到硅基板上，并通过硅通孔
将其电连接到管芯。 硅基板可以包括金属元素，该金属元素用于扩散由
一个或多个电子部件的操作产生的热量。
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